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GaN系ナノコラムはナノ構造に起因した転位の低減や歪緩和により優れた光学特性を有し、発

光デバイスへの応用が期待されている。これまでに、平坦な c面 n-GaNナノコラム上の AlGaNバ

リア層をもつ InGaN/AlGaN MQWs の光学特性について報

告した［1］。本研究では、InGaN/GaN超格子（SL）下地層

のペア数によって成長ファセット面が変化することに着目

し、（ 0001）および（ 10-11）面コラムトップ上への

InGaN/AlGaN MQWs成長に関して検討した。 

GaNテンプレート基板上に Ti マスク選択成長 RF-MBE

法により成長した n-GaN ナノコラム上に InGaN/GaN SL層、

InGaN/AlGaN MQWs（5ペア）を成長した。 

Fig.1は InGaN/GaN SL層（30ペア）の断面 STEM像で

あり、SL層のペア数を増加させるとともに成長ファセット

面が変化することが分かる。成長初期では（0001）と（1-102）

面を持つが、10ペア前後の成長によって（1-102）と（10-11）

面へと変化し、最終的には（10-11）面が残る。この現象を

活用して、ペア数の異なる InGaN/GaN SL下地層として 5ペ

アで（0001）、15 ペアで（10-11）面のナノコラムトップを

それぞれ形成し、この上に同条件で InGaN/AlGaN MQWsを

成長して相互に比較した。 

Fig.2はMQWs成長温度 790℃の時の室温 PLスペクトル

である。同条件で成長したにも関わらず（10-11）面上MQWs 

の発光波長は（0001）面上 MQWs と比べて 64 nm ブルーシ

フトした。成長面の違いによる Inの取り込み量の変化さらに

は井戸層薄膜化による量子シフトが短波長化をもたらしたと

考える。Fig.3 は(0001)、(10-11)面ナノコラムそれぞれの上に

成長した MQWs の PL 発光波長と成長温度の関係である。

830℃より低い成長温度では、(0001)、（10-11）面上ともに線

形の関係が得られたが、その傾きは（0001）面上の方が大き

い。一方で、成長温度 830℃以上では面方位や成長温度によ

らず、一定の発光波長となった。これは In取り込みメカニズ

ムが異なっていることを示唆している。 
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Fig. 1 Cross-sectional STEM image 
of InGaN / GaN SL layer 

 

 

Fig.2 PL spectra of InGaN/ AlGaN 
MQWs on (0001) and (10-11) plane 

 

Fig.3 Dependence of Emission 
wavelength of InGaN/AlGaN 
MQWs on growth temperature 
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